
Al成膜	
レジストパターニング	 Alエッチング	 レジスト除去	

レジストパターニング	 Siエッチング	 レジスト除去	

レジストパターニング	 Siエッチング	 絶縁層エッチング	

MEMS加工例	

SOIウェハを用いた可動おもりの製作	

電極形成	

表Si形成	

裏Si形成	

レジスト除去	

完成	

スタート	
SOIウェハ	

Al	 レジスト	

（2源スパッタ装置）	 （マスクアライナ）	 （Alエッチング液）	 （剥離液 or プラズマアッシング）	

（マスクアライナ）	 （Deep-‐RIE装置）	 （剥離液 or プラズマアッシング）	

（マスクアライナ）	
（汎用ICP-‐RIE装置）	（Deep-‐RIE装置）	

（剥離液 or プラズマアッシング）	

ワックス	

ダミーウェハ	

デバイス層（Si）	

絶縁層（SiO2）	

ハンドル層（Si）	

完成品	
費用、時間の目安	

電極形成　　￥10,000　（1日目）	  
表Si形成　　 ￥20,000　（2日目）	  
裏Si形成　　 ￥25,000　（3日目）	

※材料、消耗品等大量にご使用の場合は追加料金が必要	  
　となる場合があります	  
※慣れてくれば作業は2日間でも可能です	  
※フォトマスクも製作する場合はマスク材料￥6,000/枚、パ	  
　ターンジェネレータ使用料￥5000円/半日が必要です。パ	  
　ターンの細かさにもよりますが、マスク3枚であれば1日	  
　~1.5日で製作可能です	


